Electrénica Béasica, 2° GITT

Tema 5. Amplificadores Multietapa

= Acoplamiento Directo
m Acoplamiento Capacitivo
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T5-Amplificadores Multietapa Electrénica Bisica, 2° GITT

Acoplamiento Directo: Composite Stages

Amplificador CC-CC: Darlington Pair Amplificador EC-BC: Cascode Pair
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T5-Amplificadores Multietapa Electrénica Bisica, 2° GITT

+
DH
Ha > Uoz
Vi(t) = Vip +ugt)/2 5 Vo(t) = Vi —ug(t)/2
u(t) = —ug(t) —  i1(t) = —in(t)
uplr = 9m1(ro1llRo1)u1(t)
uo(t) =ug1(t) —up2 = gm1(ro1llRo1)ug(t)

. « o . , Procediendo modo comuin:
Se suele imponer la condicidon de simetria: tran-

sistores idénticos y Rc1 = Roo. 4—‘

Analicemos la polarizacion, suponemos que ex- +
iste simetria eléctrica: Iy = Iz, Vgs1 = Vasa, =
V o V 1c
o1 02 u CSED Uo1
T I rOl RCl
c
I1 + Iy = Igg 2RS
Vor= = Voo - ERoli !
Vor=Y2 = Voo - Rolgs/?
Vi(t) = Vip tuc(t) 5 Vo(t) = Vi + uc(?)

. L . . Rca

Comportamiento dindmico en modo diferencial: ug1(t) ~ 5 I ue(t)
S
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T5-Amplificadores Multietapa Electrénica Bisica, 2° GITT

Acoplamiento Capacitivo: Capacitive Coupling
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= Polarizacion transistor = Senal/Carga conectada
(comp. estatico: DC) (comp. dinamico: AC)
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Electrénica Béasica, 2° GITT

Acoplamiento Capacitivo: Capacitive Coupling

g Re Ch2
R Cy D
I f- RL
A

+
(1) = AC: Capacidad acoplo
L = DC: Capacidad bloqueo
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